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Le CRHEA possede une grande expérience dans leinerda |'épitaxie des nitrures sur
substrats silicium. Aujourd’hui, grace a un savaire remarquable et une technologie
spécifigue (NH3-MBE et tres haute température) d@litg structurale du matériau AIN
épitaxié sur silicium est a I'état de I'art mondiBke plus, le procédé de croissance est fiable,
maitrisé et reproductible, et c’est précisémenguaefait défaut aujourd’hui a la filiere GaN
sur Si pour s’'imposer face au GaN sur saphir dartomaine de I'éclairage. C’est le méme
constat pour les composants électroniques haujednee et forte puissance, ou le GaN sur
Si est clairement amené a jouer un réle importphtsieurs acteurs industriels en France
basent leur stratégie sur la filiere GaN sur Sijsni&pitaxie sur silicium pose encore un
certain nombre de problémes non résolus, commexgnple le contréle/la reproductibilité
de la nucléation du buffer AIN sur Si qui sembletipalierement délicate en MOCVD.
Plusieurs brevets ont été déposés par le CRHEAecoant la croissance GaN sur Si et ces
deux dernieres années, dans le cadre du projet AlRRsy-GaN », un template AIN sur
silicium « epiready » a été développé pour perméttrcroissance de GaN basse densité de
dislocations en MOCVD. La propriété intellectueb®ncernant le buffer d’AIN a été
renforcée et nous sommes aujourd’hui a la recheteha meilleure stratégie de valorisation
possible. Une possibilité sérieusement envisagédaesréation d’'une start-up adossée au
CRHEA. Pour cela, il est nécessaire aujourd’hund'part, d'optimiser encore davantage le
procédeé et le produit et d’autre part de valideexterne le produit afin d’évaluer l'intérét du
produit auprées de futurs clients. Le postdoc aetteaouble mission, et c’est pour cela qu'il
s’agit d'une demande qui se trouve a cheval suretderche académique et le transfert
industriel. Pour la partie académique, le postdwma gn charge de la croissance et de I'étude
du matériau avec pour objectif d’améliorer la guéaditructurale de I'AIN (diminuer la densité
de dislocations, diminuer la contrainte résiduetiéminuer linter-diffusion chimique a
linterface AIN/SI, ...). Il s’agira aussi d’étudidimpact de ces améliorations sur différentes
hétérostructures, comme les HEMTs AlGaN/GaN etsegctures quantiques (QWs, QDs).
Nous proposons de faire bénéficier la communautEdé&nique GaNeX de ce template
« epiready » en fournissant, a ceux qui le souhiaites templates 2". Pour la partie transfert
industriel, il s’agira de fabriquer des templatéald sur silicium et de les fournir aux
industriels intéressés pour faire des validatiorterees. Le postdoc sera aussi en charge de
faire le lien avec ces industriels et synthétissrretours clients afin de finaliser le produit et
le procédé.



